
∎ 概要

▸ EUV光を使った日本発のリソグラフィ技術は、欧米主導で半導体量産工場への導入が進められている。
日本では約10年遅れで、ラピダス社の工場に昨年複数台のEUV量産露光装置が導入された。


▸九州大学チームは「レーザーを使ったプラズマ生成・分析実験技術：九州大学」、「EUVプラズマの
解析技術（Thomson 散乱計測）北海道大学」、「EUVプラズマ高効率化の可能性を予測するシミュ
レーション技術　大阪大学・Purdue大学」３つの技術の組み合わせで、今後の光源の改良の可能性
とその実現の新プロジェクト(Kプログラム)を他研究機関および九州大学より提案中


▸またEUVを利用するため不可欠な材料開発の支援を目的とした『EUVフォトン社』を立ち上げた。　
本講演では、これらの活動の最新状況を報告する。
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　半導体製造用EUV光源開発とその応用の現状
 Development of EUV Source for Semiconductor Manufacturing  and its Application

マイクロ固体フォトニクス研究会 
第５回 レーザー学会「小型集積レーザー(II)」専門委員会 
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CPU Board
i-Phone-XII

A
14

EUV 5nm process 
is employed

made by TSMC
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Manufacturing of Semiconductor

Silicon Ingot

Silicon Wafer

Illumination Optics

Photo Mask

Imaging Optics

Light Source

Silicon Wafer Positioning Stage

Silicon Wafer 

after ExposureCross section of pattern

Silicon Chip
LSI

Application

Products 



Finer patterning is realized by shorter wavelength

　
R (K1=0.4)　

nm n medium λ/n nm NA Power

KrF dry 124 1 Air 248 0.8 40

ArF dry 103 1 Air 193 0.75 45

F2 dry 84 1 N2 157 0.75 -

ArF immersion 40 1.44 H2O 134 1.35 90

EUV (λ=13.6nm) 18 1 Vacuum 13.6 0.3 >250

EUV (λ=13.6nm) 9 1 Vacuum 13.6 0.6 >500

EUV (λ=　6.7nm) 4.5 １ Vacuum 6.7 0.6 >1000
Shorter Wavelengths

Resolution 

at projection 


optic system R 

λ	 : Wavelength 
NA	 : Numerical Aperture (NA=sinθ）

 k１	 : Process factor

 n 	 : Refractive index

( Rayleigh Formula )

 

Optical Lithography and light source
6

DUV

Slide

13
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SPIE Advanced Lithography-2020

DUV

EUV



DUV Excimer Lasers for Lithography（Gigaphoton Inc., Japan）

193nm wavelength


6kHz max repetition


45W-90W output


Utilizes cutting-edge ArFi technology

GT45A

ArF

G60K

KrF

193nm wavelength


6kHz max repetition


60-90W output


Improves up to 30% speckle reduction

GT66A

ArFi
DUV Lithography

248nm wavelength


4kHz max repetition


40-60W output


Extends 150% Maximum Power

Slide

24



DUV Region　 Gigaphoton keep >50% Market share

　　　　Japanese Exposure tool >20% Market share



0.3 NA EUV Exposure tool

・Leading Edge Semiconductor factory install more than 300 unit in the world. 

And RAPIDAS in Japan installed EUV Exposure tool (2024/12)

▸Hot Topics of EUV lithography



２６. January, 2023 Kyusyu Univ。

 
参考： ASMLの光源ロードマップ（１）  11



Copyright © 2013 GIGAPHOTON, Inc.  All rights reserved. (Rev A)

The information contained here is subject to change without notice.

￼12

NXE-3300B→3800D 
Resolution 22nm
Optics NA 0.32
Through-put 125WPH
Source Power 50W

89

At present　500W

       0.3 NA EUV Exposure System: ASML NXE3300B：First shipment in 2013
89

12/16/2014
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∎ Number of Exposure Tool shipment  
2021Q3 117 Units（2021/10/21)


 2025Q2 >300 Units

▸ Availability >85% by improvement 

▸ Max Throughput is 2300-2900WpD

Availability 85% 2300-2900WpD

 Number of 0.3 NA Exposure Tool shipment, Availability, Throughput has been improved



0.3 NA EUV Exposure tool

・Leading Edge Semiconductor factory install more than 300 unit in the world. 

And RAPIDAS in Japan installed EUV Exposure tool (2024/12)

▸Hot Topics of EUV lithography

High-NA EUV Exposure Tool
・First Machine of High-NA has been installed to INTEL Oregon factory. And 

started Operation (2023/12)





High NA (=0.55 NA) system architecture
16

Source Power 800W

Ref. from SPIE AL-2021,ASML



EUV Lithography Road Map

・Next Generation High NA 0.55 Exposure tool for Mass production

   - Shipping target 2028

   - High Throughput 

         - High NA Lab. Start

・After Next Generation Hyper NA０.75 machine（2032) is on the road map. Demand of 

higher power EUV source is still very strong. 

0.3 NA EUV Exposure tool

・Leading Edge Semiconductor factory install more than 300 unit in the world. 

And RAPIDAS in Japan installed EUV Exposure tool (2024/12)

▸Hot Topics of EUV lithography

High-NA EUV Exposure Tool
・First Machine of High-NA has been installed to INTEL Oregon factory. And 

started Operation (2023/12)





    Trend of EUV Light Source 

                                       for Lithography 

・Reflectance of Collector Mirror improved +14% 

・500W stability improved with higher speed of droplet

・Improvement of Pellicle reduce limit of Source power 

・Source Power road map extended:      

                                             600W→800W→1000W 



Photonics West 2017 February 2, 2017

20

ビーム伝送系

ASML EUV Source

露光装置
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Electron Beam λ=193nm

ペリクル

その他のEUV光源の動向

λ=13.5nm

EUVマスク⽤検査装置


露光装置で使⽤されるマスク(原画)は電⼦線で描画さ
れるが、マスクに⽋陥があると歩留まりが下がる。

従来は、電⼦線やArF (波⻑193nm)を利⽤した検査
装置で管理運⽤してきたが、EUV露光の本格量産と共
にペリクルの使⽤が導⼊され、従来機での運⽤は限界
にきている。検査装置業界では、EUV光による検査装
置、EUV光源の開発ニーズが⾼まっている。

23/11/05Copyright GIGAPHOTON　2022



February 2, 2017
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LASER TEC : 

ISTECからライセンスを受けたEUV光源URASHIMAを発表



Gigaphoton: 

⾼輝度のLPPプラズマEUV光源（検査⽤）を発表



Concept of Sn-LDP (Ushio, Japan)
25

Intel, 2020 EUV Source workshop



ISTEQ : 

⾼輝度のLiターゲットのEUV光源を発表



      DPP source Energetic EQS-10
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SPIE Advanced Lithography-2020

DUV

EUV

MOR type

Chemical Amplified type
Novolac type

Cyclized Rubber



<ASML	Technology	Symposium	2025Feb,	Tokyo>	でのプレゼン資料より

  ASML High NA (NA 0.55) でのContact Hole解像性向上

※		High	NAの方が微小CH群まで抜けている。尚、CHのサイズばらつきには、


　　ショットノイズも影響していると推察される。



History of Resist Minimization 

2025 EUVL and Source Workshop



 量産LPP光源と照射DPP光源は

     光の性質が異なる

Patterning

- Exposure  

- Develop

Photo-resist

Concept of EUV Photon Activate Supply Chain of Resist
Front Process

Chip on 

Wafer

Toppan, DNP Shinetsu, 

SUMCO 

Resonac, Ibiden, 
Tanaka Noble metal

Material Development

Lithography 
Patterning

ASML 

Exposure Tool

Screening of 
New Material

EUV Photon

IrradiationTool

Paint Photo 
Resist

EUV irradiation is possible 
Only in  Holland, Begium

Leading time is vely long


Usually 6 monthes
Testing Fee is vely  Expensive


Usually $200/Job 
monthes

Optical property is Different 
between DPP and LPP

Worst case: Additional 10 monthes 

ISSUE

Start EUV Irradiation Center in Kyushu University
Our Solution

   Shorten Waiting Time

  Max 1/10 from present

       Around 1-2 monthes

   Cheaper Fee

  Max 1/4 from present

       Around $50/Job

Semiconductor 

Manufacturing 


Process 

End Process

Cut Chip on 

Wafer

Photo Mask 
Manufacture 
Process

90%of Market is Owned by    
Japanese company

Speed of development is 

very important to survive 
leading edge technology 

competition

10%6%

6%

26%
26%

26%

JSR

TOK
Shinetsu

Sumitomo

Fuji Film

Market share of Photo resist

Source Work Shop 2024

               Why Kyushu University?

 First LPP Source Innovation was started from Kyushu University  

 Top level ” Center of Plasma Nano - Interface Engineering 

Top level Analysis technology and instruments  





X線光学センター Imec オランダ応⽤科学研
究機構

パウルシェラー研究所 フランフォファー

国・場所 アメリカ合衆国

カリフォルニア州

ベルギー

ルーヴェン

オランダ

Delft

スイス

Villigen

ドイツ

アーヘン

⼤学・機関 ローレンスバークレ
ー国⽴研究所 内

フランダース政府

⼤学院⼤学として

TNO

デルフト⼯科⼤学

スイス連邦⼯科⼤学

研究テーマ ASML、JSRなど

半導体の開発拠点

オランダの独⽴した
研究機関。受託研究
を実施し専⾨家によ
るコンサルティング
サービスの提供、特
許およびソフトウェ
アのライセンス付与

Paul Scherrer 
Instituteは、スイス
連邦⼯科⼤学に属す
る学際的な研究機関
であり、ETHチュー
リッヒとEPFLもカバ
ーしています。 1988
年にEIRとSINの合併
により設⽴

Fraunhofer ILT.

ウシオの光源開発

Xtream

各国の軟X線・EUV光源センター状況

Accel Line confidential



New Company EUV Photon was Established July 2024 


as second generation subsidiary of Kyushu University

Source Work Shop 20242025 EUVL and Source Workshop
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 New Company EUV 
Exposure Service 

Our Organization

EUV Source Technology 

Research & Development Kyushu-Univ. CPNE 


Kyushu Univ.  Center of Plasma 

Nano-interface Engineering



Planed Space Lab.#21



光源提供者としてコラボレーション：
佐賀シンクロトロンなど

■EUV Exposure

■EUV Exposure tool

■Light Source

■Synchrotron ■DPP ■LPP

New Material Investigation with Visualization of 
Structural Fluctuation and Defect Mechanism

■Structure Analysis

    ■Vertical Distribution

 HardX-ray Photo-electron Spectroscopy 

                   > Spring-8


■Horizontal 2D Distribution

      ＞ AFM-IR (Kyushu Leading   

                      Edge Technology institute)

■New Material Prospect

   Numerical Simulation


   ■Material Informatics (NIMS)

     ■Quantum Chemical Calculation

               （AIST Quantum AI Center）

■Material Synthesis

   ■Synthesis

 ■CVD Test
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２６. January, 2023 Kyusyu Univ。

EUV irradiation road map of EUV Photon

Small Power

DPP Source ＆Synchrotron

10W 100W 1KW

● EUV patterning

● Resist Material Evaluation

● Pellicle Material Evaluation

● Anti-reflection Coating Evaluation

Leading Edge ( <2nm) 

Semiconductor Material Development 

EUV Power

● Transmittance of EUV

● Outgassing

● Measurement and Analysis

Semiconductor Material 
Evaluation

MiddlePower

LPP Source & PatterningEUV 

Sour
ce

Evalu
ation

＋ ??

1st Stage of EUV Exposure



EUV Exposure Tool (1)
 
Synchrotron: SAGA SOR 



OIP-Development42

DPP EUV Source from Energetic 
(subsidiary of Hamamatsu Photonics)

EUV Exposure Tool (1)
 
Synchrotron: SAGA SOR 

EUV Exposure Tool (2)
 
DPP EUV Source
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Enhance In-situ Analysis

Observation tools of EUV Photon (planed)

Outgas Analysis

Polarized Light

 (Visible)

Radiation

Thermomet
er

Elipsometry

(Thickness,Optical Property)

Photo-Electron 
Analysis

Thermometer

(Chemical bond)

Ex-situ Analysis

Sensitivity, Optical Property
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nanoIR (AFM-IR)

Local thermal expansion:


Vibration Amplitude


∝ Absorption rate

Polycarbonate	(Quantum	Design)Absorption
Convention

al FTIR

nanoIR

Wave number (cm -1 )

Incident


light

Reflected 

light

Prism

Sample

■ Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FT-IR)
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Molecular structure in photoresist latent image
Optical image

✓ IR spectra were obtained 
locally near the boundary 
region between exposed 
and unexposed areas, and 
structural changes were 
analyzed.

Unexpose
Expose

Phenol 
group


(Normalized)

Carboxyl 
group


Line Profile

Unexposed Exposed

AFM image (topo)
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Plasma Applied Surface Conditioning



Semicon Japan 2024 出展
 2024/12/11-13
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Quantum and Photonics technology  
Research Center in Kyushu University

51

Dr. Suzuki 

Exposure System

（Formerly  N ）

Dr. Mizoguchi

Light Source


( Formerly G)

B-EUV

Dr Higashiguchi(U)

EUV chamber Team（TBD)

Dr.Tomita

Hokkaido Univ.

Utsunomiya UNIV.

RIKEN

ISSP Tokyo Univ.

AIST（TBD)

Tokyo Univ.

Dr. Mimura（TBD)

  Investigation of EUV Lithography technology related Security Export Control 
in Kyushu Univ. (2023-2024)

Company S（TBD）Stage

Mr. C (S)

Dr. Suzuki

Optical System

(Formerly C )

Driver CO2 Laser

Dr.Nakamura（Q)

Metrology

Dr. Usami (G)

EUV chamber

Dr. Yamagata (Q)

Solid State Laser

Prof. Kobayashi


Dr. Midorikawa (R)

Company C

Director

Dr. Shiratani


Company A

Company B

Company D

EUV Driver Laser Team
（TBD)

EUV Project Team


EUV Source Group

EUV-Litho Group

Collaboration

Manufacturer



CO2レーザパワーアップ

∎ ポイント

▸ 5段⽬以降の放電電⼒を150kWに⾼出⼒化

▸ 1000W：11段増幅、600W：７段増幅 にて実現。

▸ 競合に対して約35％の電⼒削減（推定）

∎ メンテンナンス間隔延⻑

▸ 放電電極、ブロアの⻑寿命化により、ランニングコ

ストを低減

競合推定

放電電⼒と増幅出⼒ 3軸直交⽅式CO2レーザ増幅器

国産EUV光源開発の課題（１）



日本応用物理学会　NGL Workshop 2024

理論的には10％超可能（現状製品４～６％）

z-axis

droplet 

generato
r

θ=120°

main (CO2) 
laser

pre-pulse 
laser

(14 ps width)

t (ns)

in
te

ns
ity

 (a
rb

.u
ni

t)

O

CTS probe 
laser

1.3 ~ 2.5 µs

time duration

Thomson scattering 

(to spectrometer)

shadowgraph

and


EUV image

y-axis 

z

x

y

φ26 µm 

Sn 
droplet

lasers

x-axis 
(laser axis)

Tomita, K., Pan, Y., Sunahara, A., Kouge, K., Mizoguchi, H., & Nishihara, K. (2023). 
Observation of plasma inflows in laser-produced Sn plasma and their contribution to 
extreme-ultraviolet light output enhancement. Scientific Reports, 13(1), 1825.

CTS: Collective Thomson Scattering

shadowgraph


(initial target)
shadowgraph


(expanded target) EUV image CTS


(ex. Te profile)

shaping target


(pre-pulse laser)

-300 -200 -100 0 100 200

x (µm)

plasma production


(main CO2 laser)
diagnostics


(CTS probe laser)

initial target position

国産EUV光源開発の課題（２） EUVプラズマ発光効率の改善



　　集光鏡メンテナンスコスト低減
∎ ミラー⼤型化、スマート磁場で、スズ付着レート低減。⻑寿命化が期待される。

∎ ⽬標： 集光鏡交換     １回／年

      反射率低下速度 	< 0.01%/Gpls

54

A）Φ400mmミラー

プラズマからの距離120mm

B）Φ800mmミラー

プラズマからの距離240mm

①ミラー⼤型化の効果

C）スマート磁場

  Φ800mmミラー

チャンバ断⾯

②スマート磁場の効果Target

Target

スズ排出

スズ排出スズ排出

コレクタミラー表⾯

②磁場重畳の効果

国産EUV光源開発の課題（3） 
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24/02/28

21 

・Driver Laser system is donated by 
Gigaphoton Inc. in July 2022.

・We already fix design for higher 
power operation

Kyushu Univ. 25kW CO2 Driver Laser System

1F

Kyushu-Univ. CPNE 

Kyushu Univ.  Center of Plasma 

Nano-interface Engineering
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K-プログラム：次世代半導体微細加工プロセス技術　概要

「次世代半導体微細加工プロセス技術」 研究総括(Headquarters)：代表 理化学研究所 緑川克美

課題１：EUV露光励起用新型レーザーの開発：代表　理化学研究所 高橋栄治

課題２：EUV露光に用いるミラー開発：代表　理化学研究所 山形豊

課題３：半導体チップを実装する工程での次世代微細加工プロセス：代表　東京大学 小林洋平

課題１


・高強度2µm帯固体レーザーの開発(理研)

・2µm帯ファイバーレーザー開発：高出力化
(東大物性研、産総研)


・2µm帯ファイバーレーザー開発：高効率化
(古河電工)

EUV露光励起用新型レーザー

EUV集光光学系
課題２
・大口径集光ミラー開
発(理研、東大先端研、
東大物性研、産総研)

EUV結像光学系
課題２
・結像光学系に必要な高精度ミラー
の製造技術の開発(阪大)

EUV多層膜ミラー
課題２
・EUV多層膜技術開発
(東京工芸大)

後工程微細加工

課題３
・チップレットのための超微細レーザー
加工技術とデータベース開発(東大院
理、東大院工、東大物性研)
・高速精密加工のためのAI技術開発(理
研)
・先進半導体実装の3次元構造検査技術
開発(理研)

EUV発生
課題１

・プラズマ・EUV計
測(九大・北大)


・レーザープラズマ
シミュレーション
(阪大レーザー研)

本提案では、我が国においてEUV露光に関連する最先

端の技術を有する機関と人材を糾合し、次世代半導体

技術の更なる発展に不可欠とされる革新的基盤技術の

研究開発を推進する。具体的には、将来のEUV光源に

必要な高出力で高効率な新しいレーザー光源と大口径

で高精度なミラーの加工と成膜技術、そして後工程に必

要とされるレーザー微細加工において、これまでの技術

を大きく凌駕し将来キーテクノロジーとなり得る革新的技

術の確立を目的とする。計画の推進にあたっては、各

テーマにおいて従来の技術に捕らわれず科学的知見を

もとに基礎から見直すことにより、広く当該分野の新た

な発展と価値の創出に資することを念頭に、我が国の

半導体微細加工の国際的地位の向上に貢献することを

目指す。 



1000W EUV光源

固体レーザードライブ

＜経緯・コンセプト＞

ＥＵＶＡ、Leading ProjectでＣＯ2レーザー／錫の組み合わせが

⾼効率となることを九州大学で実験的に発⾒（2007年）

                                    ↓

ＣＯ２レーザードライブ＋錫ターゲットが主流に。更に⾼出⼒化

求められ、レーザーシステムが巨⼤化（現在）

	 	 ↓

近年の進歩著しい中⾚外域の固体レーザの利⽤を検討（2030年以降？）

　　　  ・高プラグイン効率　CO2：5%以下　→ 固体：～20％以上

            ・コンパクト化

国産EUV光源開発のポイント       2μm固体レーザ駆動

1000W EUV光源

CO2レーザードライブ
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64 (1) Plasma Dynamics of EUV Plasma by Thomson Scattering



Simultaneously with experiment, Numerical simulation expect >10% conversion efficiency (Purdue Univ.)


Sunahara, A., Hassanein, A., Tomita, K., Namba, S., & Higashiguchi, T. (2023). Optimization of extreme ultra-violet light 
emitted from the CO 2 laser-irradiated tin plasmas using 2D radiation hydrodynamic simulations . Optics Express, 31(20), 
31780.
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 (2) Plasma Dynamics of EUV Plasma by Simulation



Agenda
∎ Introduction:  

∎    DUV/EUV Semiconductor Lithography and light Source


∎ New Company: EUV Photon

∎ Motivation

∎ EUV Exposure Road map of EUVP

∎ Observation tools of EUVP

∎ New Material Investigation with Visualization of Phenomenon


∎ K-Program: High Efficient LPP-EUV Source and Optics

∎ Investigation of Lithography technology related Security Export Control 

∎ K-Program: New program of EUV Source and Optics Research

∎ EUV Plasma diagnostic technology & Simulation 

∎ Concept of SMET: Smart Laser and Mirror Evaluation Tool 


∎ Summary / Acknowledgement

66

2
0
2
1



SMET: Smart laser and Mirror Evaluation Tool
67
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Summary / Acknowledgement
∎ EUVリソグラフィ実⽤化の進展


▸DUV光源はギガフォトン社の国産エキシマ光源が世界の50%シェアを獲得。市場の累積露光機台数は4000台を
超える。


▸ASML社のNA0.3の露光装置を中⼼に量産ラインへの導⼊進み市場稼働台数は200台を超え300台に迫る。⽇本の
ラピダスにも2024年複数台導⼊。


▸NA0.5の露光装置１号機が2023年12⽉にインテル社に導⼊。High NA時代が始まった。

▸NA0.75のHyperN -NAリソグラフィ装置の開発もスタート。

▸ペリクル、マスクの開発と軌を⼀にして、リソグラフィ⽤光源の開発は1kWを⽬指して進んでいる。


∎ EUVフォトン社が発⾜

▸ EUV関連材料の照射インフラの提供による国内材料開発のサポートを企画。九州⼤学を親会社として2024年に

発⾜。

▸資⾦、⼈材・インフラ整備を準備中であるが、研究会、展⽰会への出品で活動開始。


∎ EUVリソグラフィ光源・露光関連の調査研究を実施（2022-23）、新プロジェクト提案中

▸G社露光機⽤光源事業撤退にともなって、CO2ドライバシステムを九⼤に寄贈

▸次期EUV露光技術・光源の調査を実施。⽇本独⾃の「EUVプラズマの解析技術（Thomson 散乱計測）北海道⼤

学」「EUVプラズマ⾼効率化の可能性を予測するシミュレーション技術（変換効率10%超の可能性⽰唆）Purdue
⼤学」「レーザーを使ったプラズマ⽣成・分析実験技術」などを統合し次期研究開発プログラムの提案活動中。


∎ 謝辞

▸本プログラムを研究面から支えてくださった、北海道大学富田研究室、Padue大学砂原氏、　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪大学西原氏に感謝します。


▸また、EUVリソグラフィ関連調査のキッカケをくださった経済産業省の関係者に感謝します。
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Dr. Hakaru Mizoguchi       mizoguchi.hakaru@euvphoton.jp

Director, CTO, Head of Technology Div., EUV Photon

     Guest Professor, Quantum & photonics T.R.C. Kyushu-Univ.

     SPIE Fellow, former CTO of Gigaphoton

                                       

Prof. Masaharu Shiratani  siratani.masaharu@euvphoton.jp

   Project Adviser, EUV Photon

     Senior Vice President of Kyushu-University

     Director of Center of Plasma Nano-Interface Engineering

     and Quantum & Photonics T.R.C.

                                         

Thank you for your Attention

   Prof. Tanemasa Asano     asano.tanemasa@euvphoton.jp

     President and CEO, EUV Photon

         Professor Emeritus, AiRIMaQ Advisor

                                        

   EUV Photon URL

   EUV Photon Contact 
contact@euvphoton.jp

 Dr. Toru Ogawa          t.ogawa@plasma.ed.kyushu-u.ac.jp

   Director, Head of Planning and Management Div., EUV Photon

                                         Prof.  Hiroki Kondo                   hkondo@ed.kyushu-u.ac.jp

  Director, CRO, General Manager of Analysis Division, EUV Photon

     Professor, Quantum & photonics T.R.C. Kyushu-Univ.

                                       
Prof. Kentaro Tomita tomita.kentaro@eng.hokudai.ac.jp

     Assistant Professor, Graduate School of Engineering, Hokkaido Univ. 

     Guest Researcher of Kyushu-Univ., 
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マイクロ固体フォトニクス研究会 
第５回 レーザー学会「小型集積レーザー(II)」専門委員会 



 マイクロ固体フォトニクス研究会 

第５回 レーザー学会「小型集積レーザー(II)」専門委員会 

開催案内 

１．日時：令和７年（2025年）7月2日（水） 
２．場所：自然科学研究機構 分子科学研究所 研究棟 201室（中継場所） 
アクセス（http://www.ims.ac.jp/about/campus/access.html） 
施設マップ（http://www.ims.ac.jp/about/campus/shonai.html） 
オンラインとのハイブリッド会議 
別途通知 

連絡先：平等研究室秘書 ono@ims.ac.jp, norie-okuhara@ims.ac.jp 
共催： 自然科学研究機構 分子科学研究所 社会連携研究部門 
自然科学研究機構 分子科学研究所 小型集積レーザー（TILA）コンソーシアム 
理化学研究所 放射光科学研究センター レーザー駆動電子加速技術開発グループ 
レーザー学会「小型集積レーザー」専門委員会 
科学技術振興機構（JST） 未来社会創造事業 
３．内容：主題「先端レーザーと半導体プロセス」 
13:10～13:40 
◇ 座長挨拶 
平等 拓範（理化学研究所/分子科学研所） 
13:40～14:40（講演 50分，質疑応答 10分） 
◇ 講演「半導体素子製造におけるレーザープロセシングの現状と未来」 
池上 浩（高知工科大） 
https://www.kochi-tech.ac.jp/profile/ja/ikenoue-hiroshi.html 
14:40～15:00 休憩 
15:00～16:00（講演 50分，質疑応答 10分） 
◇ 講演「半導体製造用EUV光源開発とその応用の現状」 
溝口 計（九州大学） 
https://plasma.ed.kyushu-u.ac.jp/cpne/ 
16:00～16:30 

◇ 企業紹介「ハイティラ株式会社活動紹介」 
平野 嘉仁（ハイティラ株式会社） 
https://www.hytila.com/ 
16:30～17:00 
◇ 講演「小型集積レーザーに関する特許説明」 
平等 拓範（理化学研究所/分子科学研所） 
17:00～18:00 社会連携研究部門平等研究室見学（希望者のみ） 


18:15～20:15 
名刺交換会 場所：British Pub QUARTERS（東岡崎駅より徒歩3分） 

https://quarters1999.com/party/plan/ 
会費「2,000円～3,000円」 
４． 研究会予定： 
・第6回：2025年9月３日（水） 於：分子研 ハイブリッド 
・第7回：2025年12月17日（水） 於：分子研 ハイブリッド 
・第8回：2026年2月18日（水） 於：分子研 ハイブリッド 
国際会議 
・Optica Laser CongressÄb0：2025年10月19日（日）～23日（木） 
於：Prague Congress Center, Prague, Czech Republic 


